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Исследован узкополосный резонанс N-типа, который формируется в -
системе атомов 85Rb. Даже в случае применения тонких оптических ячеек (мик-
ронной толщины), содержащих пары атомов рубидия, резонанс N-типа имеет 
высокий контраст. Использовались излучения двух непрерывных узкополосных 
диодных лазеров. Экспериментально и теоретически исследованы особенности 
расщепления N-резонанса на 6 компонент в сильном поперечном магнитном по-
ле и зарегистрировано начало режима Пашена–Бака на сверхтонкой структуре 
атома 85Rb. 

1. Введение 

Процессы когерентного пленения населенности (КПН) и электромагнит-
но-индуцированной прозрачности (ЭИП) продолжают активно исследоваться, 
что обусловлено их широким практическим применением, в частности, при со-
здании высокочувствительных магнитометров, в замедлении скорости света и 
оптической записи информации, в задачах квантовой коммуникации и др. [1-6]. 
Параллельно продолжается поиск процессов для формирования узких резонан-
сов, которые совмещают в себе достоинства процессов КПН и ЭИП, а также 
могут иметь дополнительные преимущества.  

В последние годы в качестве альтернативы активно исследуется про-
цесс, при котором формируется узкополосный резонанс N-типа [7-9] (для крат-
кости далее мы будем называть его N-резонансом). К основным достоинствам 
N-резонанса следует отнести его высокий контраст и малую (суб-натуральную) 
спектральную ширину, даже в случае применения оптических ячеек микронной 
толщины, содержащих пары атомов рубидия. Для формирования N-резонанса 
используются два непрерывных узкополосных лазерных излучения: пробное 
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излучение (с плавно перестраиваемой частотой) и связывающее излучение (с 
фиксированной частотой). 

В работе [9] нами показано, что в продольном магнитном поле N-резо-
нанс расщепляется на пять компонент, и при магнитных полях B > 1000 Гс на-
чинает проявляться режим Пашена–Бака на сверхтонкой (ПБС) структуре ато-
мов 85Rb, который означает, что начинается разрыв связи полного углового мо-
мента электрона J и магнитного момента ядра I. Проявление режима ПБС за-
ключается в том, что частотные наклоны всех пяти N-компонент с увеличением 
магнитного поля асимптотически стремятся к одной и той же фиксированной 
величине 2.8 MГц/Гс, определяемой проекциями mJ и mI.  

Целью настоящей работы было исследование (ранее не изученного) по-
ведения N-резонанса во внешнем поперечном магнитном поле при использова-
нии изотопа 85Rb. Впервые показано, что в поперечном магнитном поле N-
резонанс расщепляется на шесть компонент, и при магнитных полях B > 1000 
Гс начинает проявляться режим ПБС. Проявление режима ПБС в этом случае 
заключается в том, что частотные наклоны пяти N-компонент с увеличением 
магнитного поля асимптотически стремятся к одной и той же фиксированной 
величине, в то время как частотный наклон шестой компоненты с увеличением 
магнитного поля асимптотически стремится к нулю. Кроме того, в случае рас-
щепления на шесть компонент достигается более высокая чувствительность к 
величине магнитного поля B, по сравнению со случаем расщепления на пять 
компонент в продольном магнитном поле [9], что важно для практических при-
менений при измерении внешнего магнитного поля.  

2. Эксперимент 

2.1. Конструкция ячейки 

В экспериментe использовалaсь микроячейкa, с толщиной ~40 мкм, за-
полненная парами Rb  с добавлением буферного газа неона, имеющего давление 
100 Торр. Необходимость наличия буферного газа для формирования более 
контрастного N-резонанса отмечалась в работах [7-9]. Прямоугольные окна 
размерами 10 × 20 мм и толщиной 2 мм были изготовлены из кристаллического 
сапфира. Ось C была перпендикулярна поверхности окна, что существенно 
уменьшает двулучепреломление проходящего излучения. Поверхности сапфи-
ровых окон тщательно отполированы (локальная шероховатость < 5 нм). Для 
формирования фиксированного зазора (между внутренними поверхностями 
окон) в нижней и в верхней частях между окнами помещались платиновые по-
лоски размерами 1 × 1 мм и толщиной 40 мкм. Заполнение микроячейки осу-
ществлялось природным Rb, состоящим из изотопов 85Rb (72%) и 87Rb (28%). В 
частности, использование микроячейки позволяет применение постоянных маг-
нитов для создания сильных магнитных полей в парах атомов, которые заклю-
чены в микроячейке. К недостаткам применения постоянных магнитов следует 
отнести большую неоднородность (градиентность) создаваемого магнитного 
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поля. Однако, в случае использования микроячейки изменение величины маг-
нитного поля (в случае применения продольного магнитного поля) в пределах 
толщины столба паров (несколько десятков микрометров) значительно меньше 
самой величины магнитного поля. В случае применения поперечного магнитно-
го поля диаметр лазерного излучения должен быть малым (для уменьшения 
градиента магнитного поля в поперечном направлении), в нашем случае он со-
ставлял 100 мкм. Дополнительные детали конструкции микроячеек приведены в 
[4,10]. 

2.2. Экспериментальная установка 

Схема экспериментальной установки приведена на рис.1. Использова-
лись излучения двух непрерывных узкополосных (с шириной ~1 МГц) диодных 
лазеров с внешним резонатором (extended cavity diode laser (ECDL)), один из 
которых имел фиксированную частоту νС (связывающий лазер), а второй, с пе-
рестраиваемой частотой, являлся пробным лазером νP. С помощью двух призм 
Глана G1 и G2 поляризации связывающего и пробного лазеров формировались 
линейными и взаимно перпендикулярными. Оба излучения диаметром 2 мм 
совмещались призмой Глана G3 и фокусировались линзой (F = 20 см) в микро-
ячейку (3) с толщиной ~40 мкм, и далее коллимировались с помошью второй 
линзы (на рис.1 линзы не показаны). Часть пробного и связывающего излуче-
ний направлялась на дополнительную тонкую Rb ячейку с буферным газом 
толщиной L = 0.1 мм (4) для формирования N-резонанса при нулевом магнит-
ном поле (частотный репер FR1). Кроме того, часть пробного излучения 
направлялась на сверхтонкую ячейку (СТЯ) с толщиной столба L = λ паров Rb 
(5), с помощью которой формировался частотный репер FR2 [3]. Регистрация 
излучений проводилась фотодиодами ФД-24К (6). Сигналы с фотодиодов уси-
ливались операционным усилителем и далее подавались на запоминающий че-
тырехлучевой цифровой осциллограф Tektronix TDS2014B (7). Для формирова-
ния небольших поперечных магнитных полей (в этом случае направление маг-
нитного поля перпендикулярно направлению лазерного излучения, то есть Bk, 
где k – волновой вектор лазерного излучения) использовалась пара намотанных 
катушек (2), внутрь которых помещалась микроячейка (3). Для формирования 
сильных поперечных магнитных полей использовались постоянные магниты (2) 
в виде дисков ∅ = 60 мм и толщиной ~30 мм. Постоянные магниты крепились 
на двух немагнитных столиках (микроячейка (3) помещалась между ними) с 
возможностью плавного изменения расстояния между ними. При их сближении 
магнитное поле в микроячейке возрастало (методика измерения неоднородного 
магнитного поля приведена в [11]) . 

С помощью призм G4 и G5 излучение связывающего лазера отсекалось, 
и регистрировалось только пробное излучение. Для лучшей селекции частоты 
пробного излучения дополнительно использовался интерференционный фильтр 
(F = 795 нм), который имел следующие параметры: 50% пропускания на длине 
волны 795 нм, с шириной пика пропускания на полувысоте 10 нм. BD (beam 
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dumper) использовались для блокировки остаточного излучения связывающего 
лазера. Температура трубки-отростка микроячейки (которая определяет плот-
ность атомов рубидия в ячейке) составляла ~100oC (плотность паров атомов Rb 
~5×1012 ат/см3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема экспериментальной установки (детали в тексте). 
 

2.3. Экспериментальные результаты 

На рис.2 приведена схема формирования N-резонанса в -системе ато-
мов 85Rb, D1 линии, в которых нижними уровнями для -системы являются 
уровни Fg = 2, 3, a верхним уровнем – два доплеровски уширенных сверхтонких 
уровня 5P1/2, Fе = 2, 3. Частота пробного лазера νp сканируется по Fg = 3→5P1/2 
переходу, a для связывающей частоты νc выполняется условие νp – νc = HFS, где 
HFS  – величина сверхтонкого расщепления нижнего уровня (3036 МГц). Tогда 
в спектре пропускания пробного излучения формируется N-резонанс, демон-
стрирующий увеличение поглощения. Как показывают результаты по расщеп-
лению N-резонанса в магнитном поле [9,10], начальным и конечным являются 
нижние уровни Fg = 2,3. Поэтому механизм образования N-резонанса следую-
щий (рис.2): пробное излучение переводит атомы с уровня Fg = 3 на уровень 
5P1/2 с последующим распадом на Fg = 2 (так называемый процесс оптической 
накачки [12]). Это приводит к обеднению уровня Fg = 3 (населенность которого 
условно показана маленьким кружком) и увеличению населенности уровня Fg = 
2 (населенность показана большим кружком). В результате появляется инверсия 
населенностей N2 > N3, и при соответствующей частоте связывающего лазера 
происходит двухфотонный переход: атом с уровня Fg = 2 поглощает фотон 
пробного излучения p, а затем, излучая фотон с частотой c, переходит на  
Fg = 3. В результате, в спектре пробного излучения формируется узкий N-резо-
нанс, демонстрирующий увеличенное поглощение.  

Важно отметить, что в случае, когда частота пробного лазера νp сканиру-
ется по переходу Fg = 2→5P1/2 (рис.3), тогда для формирования N-резонанса не-
обходимым условием для частоты νc является выполнение условия νc – νp = HFS. 
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При приложении внешнего магнитного поля происходит расщепление нижних 
уровней Fg = 2 (расщепляется на 2F + 1 = 5 зеемановских  подуровней)  и  Fg = 3  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Рис.2. -система атомов 85Rb, D1 линии, нижние уровни Fg = 2, 3,  
верхние уровни Fе = 2, 3; при частоте p – c = HFS  в спектре проб-
ного излучения формируется N-резонанс, демонстрирующий увели-
чение поглощения. 
 

(расщепляется на 2F + 1 = 7 зеемановских подуровней), поэтому формируeтся 
ряд Λ-систем с участием разных зеемановских подуровней, приводящих к обра-
зованию новых компонент N-резонанса в магнитном поле. Мощности связыва-
ющего Pc (1–30 мВт) и пробного Pp (~1 мВт) лазеров подбирались таким обра-
зом, чтобы иметь малую спектральную ширину N-компонент при их хорошем 
контрасте. На рис.4 приведены спектры (для конфигурации частот связывающе-
го и пробного лазеров, показанной на рис.2) пропускания b, c, d пробного излу-
чения при возрастании магнитного поля: 14, 40 и 50 Гс (для кривой d частотное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Рис.3. -система атомов 85Rb, D1 линии, нижние уровни Fg = 2, 3,  верхние 
уровни Fе = 2, 3; при частоте c – p = HFS в спектре пробного излучения фор-
мируется N-резонанс, демонстрирующий увеличение поглощения. 
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расстояние между компонентами 1 и 6 составляет 5 × 0.93 МГц/Гс × 50 Гс = 233 
МГц). N-резонанс при нулевом магнитном поле показан на кривой a (частотный 
репер FR1). Асимметричная форма N-резонанса обусловлена наличием буфер-
ного газа в ячейке, что приводит к влиянию процесса оптической накачки на 
форму N-резонанса [13]. Новые N-компоненты, которые формируются из-за 
наличия магнитного поля, отмечены номерами 1–6.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис.4. Спектры пропускания (a, b, c, d) пробного излучения при B = 
0, 14, 40, и 50 Гс, соответственно (для удобства спектры смещены 
по вертикали). Ячейка с L = 40 мкм заполнена  Rb и неоном, темпе-
ратура 100○C. Конфигурация νc и νp показана на рис.2. Нижняя кри-
вая – частотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки. 

На рис.5 приведены спектры (для конфигурации частот связывающего и 
пробного лазеров, показанной на рис.2) пропускания b, c, d пробного излучения 
при дальнейшем возрастании магнитного поля, соответственно, 140, 420 и 1560 
Гс. Как видно из рисунка, компонента N-резонанса под номером 6 в сильном 
магнитном поле 1560 Гс значительно смещается (на 4250 МГц ) в высокочас-
тотную область. При нулевом магнитном поле N-резонанс показан на кривой a 
(FR1). Амплитуды N-компонент на кривых плавно уменьшаются от b до d, од-
нако амплитуды изменены так, чтобы все пики были бы видны. Несмотря на то, 
что с увеличением магнитного поля амплитуды N-компонент уменьшаются, од-
нако вплоть до 1.7 кГс компоненты уверенно регистрируются без специальных 
технических ухищрений. Уменьшение амплитуд N-компонент обусловлено 
двумя причинами: с возрастанием магнитного поля происходит увеличение рас-
стройки  частоты νc от соответствующего атомного перехода, а также (что бо-
лее важно), происходит уменьшение вероятностей атомных переходов либо для 
частоты νc, либо для частоты νp [11,14]. 

На рис.6 приведена диаграмма уровней Fg = 2 и Fg = 3 атома 85Rb, кото-
рые во внешнем поле расщепляются, соответственно, на 5 и 7 зеемановских 
подуровней. С целью не усложнять рис.6 расщепление верхнего уровня 5P1/2 не  
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Рис.5. Спектры пропускания a, b, c, d пробного излучения при B = 0, 140 
Гс, 420 Гс, и 1560 Гс, соответственно; нумерация N-компонент 1-6  соот-
ветствует нумерации на рис.8. Ячейка с L = 40 мкм заполнена  Rb и неоном, 
температура 100○C. Конфигурация νc  и νp показана на рис.2. Нижняя кри-
вая – частотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки. 

 
показано  (влияние  верхнего  уровня  проявляется  в  изменении  величины рас-
стройки   с  изменением  магнитного  поля,  что  влияет  только  на  амплитуду 
N-резонанса – см. рис.2,3). На диаграмме приведены десять возможных пар ча-
стот связывающего лазера νc (имеющего фиксированную частоту) и пробного 
лазера νp (имеющего перестраиваемую частоту), которые могут приводить к 
двухфотонному поглощению с нижнего уровня Fg = 2 с переводом атомов на Fg 

= 3. Нетрудно видеть, что частоты пробного лазера для некоторых случаев 
имеют одинаковую частоту (такие группы по два перехода с одинаковыми ча-
стотами помещены в одинаковые кружки), что приводит к возникновению ше-
сти различных частотных компонент, приведенных на рис.3, 4. 

Из диаграммы следует, что частотное расстояние между двумя соседни-
ми N-компонентами равно 2×0.465 Мгц/Гс (эта зависимость сохраняется при 
магнитных полях <200 Гс, см. рис 8). 

На рис.7 приведены спектры (для конфигурации частот связывающего и 
пробного лазеров, показанных на рис.3) пропускания b, c, d пробного излучения 
для расщепленных компонент N-резонанса (нумерация 1'–6' соответствует ну-
мерации, приведенной на рис.9) при возрастании магнитного поля, соответ-
ственно, 425, 640 и 850 Гс. При нулевом магнитном поле N-резонанс показан на 
кривой a (FR1). Нижняя кривая – частотный репер FR2, получена с помощью 
Rb наноячейки. Отметим, что в этом случае, в отличие от случая, представлен-
ного на рис.5, компонента N-резонанса под номером 6' в сильном магнитном по-
ле значительно смещается в низкочастотную область. Интересно отметить, что  
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Рис.6 Диаграмма уровней Fg = 2 и Fg = 3 атома 85Rb, которые во внешнем поле 
расщепляются, соответственно, на 5 и 7 подуровней. Приведены десять возмож-
ных пар частот связывающего лазера c и пробного лазера p. Пары, для которых 
частоты пробного лазера имеют одинаковую частоту, помещены в одинаковые 
кружки; компоненты (1) и (6) содержат по одному переходу.  

 
при конфигурациях, показанных  на  рис.2 и 3, N-резонанс имеет асиммет-рич-
ную (дисперсионную) форму, однако асимметрия противоположна [13]: в пер-
вом случае низкочастотное крыло N-резонанса ниже высокочастотного крыла, а 
во втором случае высокочастотное крыло ниже низкочастотного.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.7. Спектры пропускания a, b, c, d пробного излучения при B = 0, 425, 640 
и 850 Гс, соответственно; нумерация N-компонент 1'-6' соответствует нумера-
ции, приведенной на рис.9. Ячейка с L = 40 мкм заполнена  Rb и неоном, тем-
пература 100○C. Конфигурация νc и νp показана на рис.3. Нижняя кривая – ча-
стотный репер FR2, получена с помощью Rb наноячейки. 
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3. Обсуждение экспериментальных результатов 

 Для формирования N-резонанса (и его компонент в магнитном поле) 
необходимо выполнение условия p – c = [E (F = 3, mF) – E (F = 2, m'F)] /h (1). 
На рис.8 приведены расчетные кривые  (сплошные  линии)  и  эксперименталь-
ные результаты (символы) для расщепленных N-компонент с номерами 1–6 для 
конфигурации частот связывающего и пробного лазеров, приведенных на рис.2. 
Символами отмечены экспериментальные результаты. Как видно из рис.8 (ча-
стота p сканируется по Fg = 3→5P1/2 переходу), при B > 1 кГс зависимость ча-
стоты от магнитного поля (частотные наклоны) у пяти кривых 2–6 (нумерация 
соответствует N-компонентам, представленным на рис.4, 5) приобретают один и 
тот же положительный знак, а сами величины асимптотически стремятся в пре-
деле к той же величине s = 2.8 МГц/Гс. Интересно отметить, что для компонен-
ты 1 частотный наклон s(1) стремится к нулю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис.8. Зависимость частотных сдвигов 1-6 (конфигурация частот c  и p 
приведена на рис.2). Cплошные линии  расчетные кривые; черные квад-
раты  экспериментальные результаты; при B > 1 кГс частотные наклоны у 
пяти кривых 2-6 имеют положительный знак, а сами величины асимптоти-
чески стремятся к s = 2.8 МГц/Гс; для компоненты 1 частотный наклон s(1) 
стремится к нулю, что является проявлением режима ПБС. 

 
На рис.9 приведены расчетные кривые (сплошные линии) и эксперимен-

тальные результаты (обозначены черными квадратиками) для расщепленных N-
компонент с номерами 1′–6′ для конфигурации частот связывающего и пробно-
го лазеров, приведенной на рис.3. При B > 1 кГс у пяти кривых 1′–5′ частотные 
наклоны приобретают тот же отрицательный знак и асимптотически стремятся 
к s′ = –2.8 МГц/Гс, а для компоненты 6' частотный наклон s′(6) стремится к ну-
лю. Такое поведение в обоих случаях обусловлено началом “включения” режи-
ма ПБС (см. ниже). 
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Рис.9. Зависимость частотных сдвигов компонент 1'-6' (конфигура-
ция частот νc  и νp приведена на рис.3).  Cплошные линии – расчет-
ные кривые; черные квадраты  экспериментальные результаты. 
Видно, что при B > 1 кГс частотные наклоны у кривых 1'-5' имеют 
отрицательный знак, а величины асимптотически стремятся к s' =  
–2.8 МГц/Гс;  для компоненты 6' частотный наклон s' (6) стремится 
к нулю, что является проявлением режима ПБС. 

 
Для объяснения кривых, приведенных на рис.8 и 9, необходимы следу-

ющие пояснения. Для атомов 85Rb при полях B >> Ahfs/B  700 Гс, где Ahfs – ко-
эффициент связи сверхтонкой структуры для 5S1/2 (~h × 1 GHz), а B – магнетон 
Бора (~h × 1.399 MHz/G), происходит разрыв связи между J и I, расщепление 
уровней описывается проекциями mJ и mI и имеет место режим ПБС [15,16]. В 
режиме ПБС поведение атомных уровней описывается выражением  

 , , ,J I hfs J I BJ m I m J J I IE A m m g m g m B   ,                (2) 

где gJ и gI  – факторы Ланде для полного момента электрона J (gJ = 2.002 для 
5S1/2) и магнитного момента ядра атома 85Rb (gI = – 0. 000293). 

На рис.10 приведена расчетная зависимость поведения уровней сверх-
тонкой структуры атомов 85Rb, Fg = 2,3 от магнитного поля (кривые построены 
по известной модели, приведенной, например, в [14]). Из рис.10 видно, что 
расщепленные уровни Fg = 2 и Fg = 3, которые при малых полях описываются 
проекциями mF, а при больших магнитных полях описываются проекциями mJ 
(и группируются по шесть штук). Частотные наклоны расщепленных компонент 
для Fg = 3 стремятся к положительной величине s(Fg = 3), а для компонент с Fg = 
2 к отрицательной величине s′ (Fg = 2). Нетрудно видеть, что в случае пяти ком-
понент 2–6 для наклона s(2–6) имеем s(2–6) = s(Fg = 3) –[– s′(Fg = 2)] = s(Fg = 3) + 
s′(Fg = 2). Используя выражение (2) и рис.10, нетрудно показать, что для s имеем 
s(2–6)= (2BgJmJ )/B  2.8 МГц/Гс (gJ  2.002; поскольку gI на четыре порядка 
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меньше, поэтому член gImI опущен). В формировании компоненты 1, как видно 
из диаграммы на рис.6, участвуют уровни (Fg = 2, mF = –2) и (Fg = 3, mF = –3), 
которые на рис.10 отмечены стрелками. Из рис.10 видно, что наклоны этих двух 
уровней при больших магнитных полях стремятся к той же величине, то есть 
s[(Fg = 2, mF = –2)]  s[(Fg = 3, mF = –3)], и поскольку при формировании компо-
нент N-резонанса работает разность частот между нижними уровнями (см. фор-
мулу (1)), то, следовательно, частотный наклон s(1) стремится к нулю. Анало-
гично, для пояснений к рис.9 имеем s′(1′–5′) = –(2BgJmJ )/B  –2.8 МГц/Гс, и 
частотный наклон s(6) стремится к нулю.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис.10. Расчетная зависимость поведения уровней сверхтонкой 
структуры атомов 85Rb, Fg = 2,3 от величины магнитного поля. 

4. Заключение 

Приведены новые результаты по исследованию поведения N-резонанса, 
формирующегося в -системе паров атомов 85Rb, D1 линии во внешних попе-
речных магнитных полях в интервале 1–1600 Гс, с использованием микро- 
ячейки с толщиной столба паров атомов рубидия L = 40 мкм. Использовались 
излучения двух непрерывных узкополосных диодных лазеров с длиной волны  
  795 нм (с шириной линии ~1 МГц). Показано, что N-резонанс в поперечном 
магнитном поле расщепляется на шесть компонент. Продемонстрировано, что с 
увеличением магнитного поля частоты N-компонент смещаются либо в высоко-
частотную, либо в низкочастотную область: это зависит от того, по какому 
атомному переходу 5S1/2, Fg = 3 (или Fg = 2)5P1/2 сканируется частота пробного 
лазера p (при этом частота связывающего лазера c разная). Показано, что для 
обоих случаев при полях >1000 Гс начинает проявляться режим Пашена–Бака 
на сверхтонкой структуре атомов 85Rb, т.е. начинается разрыв связи полного 
углового момента электрона J и магнитного момента ядра  I. Проявление режи-
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ма Пашена–Бака заключается в том, что частотные наклоны s, s′ пяти N-
компонент асимптотически стремятся к одной и той же фиксированной вели-
чине s = 2.8 MГц/Гс и s′ = –2.8 MГц/Гс, соответственно, а для шестой компонен-
ты s и s′ равны нулю. Приведенная теоретическая модель хорошо описывает 
экспериментальные особенности расщепления N-резонанса на шесть компонент 
во внешнем поперечном магнитном поле. В случае расщепления на шесть ком-
понент достигается более высокая чувствительность к величине магнитного по-
ля B, по сравнению со случаем расщепления на пять компонент в продольном 
магнитном поле, что может быть важно при измерении внешнего магнитного 
поля. 

 Формирование компонент N-резонанса с помощью микроячейки может 
быть также успешно использовано для изучения D1,2 линий атомов Cs, K, Na и 
др. в сильных магнитных полях. 
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85Rb  ԻԶՈՏԱՊԻ  ԱՏՈՄՆԵՐԻ  -ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  N-ՏԻՊԻ   
ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՌԵԶՈՆԱՆՍԻ  ՃԵՂՔՈՒՄԸ  ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՂ   

ՈՒԺԵՂ  ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ  ԴԱՇՏՈՒՄ 

Ա.Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ,  Ռ.Կ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ,  Ա.Ս. ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ,   
Ա.Հ. ԱՄԻՐՅԱՆ, Դ.Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Հետազոտված է նեղշերտ N-տիպի ռեզոնանսը, որը ձևավորվում է 85Rb ատոմների  
-համակարգում: Ատոմական գոլորշիներ պարունակող նույնիսկ նեղ (միկրոնային հաս-
տության) օպտիկական բջիջների կիրառման դեպքում N-տիպի ռեզոնանսն ունի բարձր 
կոնտրաստ: Օգտագործված են երկու նեղշերտ դիոդային լազերային ճառագայթներ: Փորձ-
նականորեն և տեսականորեն հետազոտված են N-տիպի ռեզոնանսի ճեղքման առանձնա-
հատկությունները 6 բաղադրիչի լայնական հզոր մագնիսական դաշտում և 85Rb ատոմների 
համար  գրանցվել է Պաշեն–Բակի երևույթի սկիզբը: 

 SPLITTING  OF  N-TYPE  OPTICAL  RESONANCE  FORMED  IN  -SYSTEM   
OF  85Rb  ATOMS  IN  A  STRONG  TRANSVERSE  MAGNETIC  FIELD   

A.D. SARGSYAN, R.K. MIRZOYAN, A.S. SARKISYAN, A.H. AMIRYAN, D.H. SARKISYAN 

N-type narrow-band optical resonance formed in -system of 85Rb atoms has been studied. 
Even for the case of thin optical cells (micrometer thickness) usage the N-type resonance has a high 
contrast. Two continuous narrow-band diode laser radiations were used. The peculiarities of  
N-type resonance splitting to the six components in strong transverse magnetic fields are 
experimentally and theoretically studied and the evidence of the Paschen–Back regime on the 
hyperfine structure of  85Rb atoms is observed. 

 


